weniii [POPIS VYNALEZU| 254161

(19)

(11) (B1)

K AUTORSKEMU OSVEDCENIU T

: HO01L21/31

(22]) Prihlasené 22 07 85
{21) (PV 5328-85)

(40) Zverejnené 14 05 87

UNAD PRO NNALEZY | (45) Vydane 15 11 88

(75)
Autor vynélezu STAROVECKY STEFAN ing., PIESTANY

{54) Sposob prvého maskovania polevoditovej dosky pri virobe
polovedidovej siiéiastky

1 2

RieSenie sa tyka spOsobu prvého masko-
vania polovodifovej dosky pri vyrobe polo-
voditove] sutiastky diodového typu a rieSi
prblém zostiladenia polohy plo3ného ¢lene-
nia polovodidovej dosky s polohou kovy,
ktory sa na polovediCovd dosku s plo3nym
Clenenim selektivne vakuovo nadeponuje
cez otvory v mechanickej clone. Podstata
rieSenia spotiva v tom, Ze najskor sa kov se-
lektivne vékuovo nadeponuje na atrapu po-
lovoditovej dosky. Tato atrapa potom sluZi
ako vzor na nastavenie polohy prvého mas-
kovania funk&nej polovodiovej dosky. Na-
koniec sa vykonava prvé maskovanie funké-
nej polovoditovej dosky, prifom poloha mas-
kovania a tym aj poloha ploSného €lenenia
funkénej polovodifovej dosky zostdva na-
stavend podla atrapy polovodiovej dosky
so selektivne vdkuovo nadeponovanym ko-
vom,
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Vynalez sa tyka spOsobu prvého masko-
vania polovoditovej dosky pri vyrobe polo-
vodiovej sudiastky diodového typu a riesi
problém zostiladenia polohy ploSného C¢le-
nenia polovodi¢ovej -dosky s polohou kovu,
ktory se na polovodidovi dosku s plo3nym
¢lenenim selektivne védkuovo nadeponuje
cez otvory v mechanickej clone.

Stdastou postupu vyroby polovodiovej
sidiastky je depozicia kontaktovych kovov
na povrch polovodi¢ovej dosky. Vrstva kovu
spravidla nie je Ziadiica na celom povrchu
polovodi€ovej dosky a preto sa voli bud ho-
mogénna depozicia, kovu a nasledovné foto-
litografické operéacie, pri ktorych sa kovo-
véd vrstva z ur€itych oblasti odstrani, alebo
selektivna depozicia kovu, pri ktorej sa ko-
vovd vrstva nadeponuje len na uréité ob-
lasti na polovoditovej doske.

Nevyhodou homogénnej depozicie kovu a
fotolitografického 'spracovania nadepono-
vanej vrstvy je zloZity postup a mnoZstvo o-
perdcii, pri ktorych moéZe dbjst k mechanic-
kému alebo chemickému poSkodeniu polo-
vodifovej Struktiary. Selektivna depozicia
kovu sa dé realizovat depoziciou kovu z roz-
toku (chemicky alebo galvanicky) alebo de-
poziciou vo vdkuu cez mechanickd clonu,
ktord umoZni depoziciu kovu len na mies-
tach, kde ma mechanickd clona otvory.

Nevyhodou selektivnej depozicie kovu z
roztoku je obmedzeny sortiment pouZitel-
nych kovov a nutnost nadeponovanii vrstvu
kovu dalej tepelne a chemicky spracovévat,
priom méZe,;d6jst k poSkodeniu polovodito-
vej Struktuary.

Selektivna depozicia kovu vo védkuu cez
mechanicki clonu s otvormi je jednoducha
metéda selektivnej depozicie, doteraz sa
v8ak pouZiva len v pripadoch, ked polovodi-
tovd doska nemé Ziadne plosSné €lenenie a
polohu mechanickej clony nie je nutné na-
stavovat do stiladu s tymto &lenenim. Nevy-
hodou selektivnej depozicie kovu vo védkuu
cez otvory v mechanickej clone teda je, Ze
nie je pouZitelnd (pre zloZitost nastavenia
polohy) na polovoditovej doske s ploSnym
¢lenenim.

Podstata vynédlezu spodiva v spdsobe pr-
vého maskovania polovodidovej dosky pri
vyrche polovodifove] suciastky diodového
typu, pri ktorej sa vyuZiva selektivna vdkuo-
va depozicia kovu cez otvory v mechanic-
kej clone.

Sposob podla vyndlezu sa vyznacuje tym,
Ze v prvom kroku postupu sa kov selektivne
vdkuovo nadeponuje na atrapu polovodio-
vej dosky. Tdto atrapa so selektivne nade-
ponovanym kovom potom sliZi v druhom
kroku postupu ako vzor na nastavenie po-
lohy prvého maskovania funké&nej polovodi-
tovej dosky. V tretom kroku postupu sa vy-
konédva prvé maskovanie jednotlivych funké&-

4

nych polovodiovych dosiek, pritom poloha
maskovania a tym aj poloha ploS$ného Cle-
nenia funkénych polovodi¢ovych dosiek zo-
stdva nastavend podla atrapy polovoditovej
dosky so selektivne vdkuovo nadeponova-
nym kovom.

Vysledkom tohto postupu je, Ze kaZda
takto namaskovand funk&nad polovodidova
doska mé polohu plo$ného €lenenia zhodnu
s polohou kovu, ktory bol selektivne védkuo-
vo nadeponovany na atrapu polovodifovej
dosky. Ak sa na taktuto funk&ni polovodio-
vii doskuy, selektivne nadeponuje kov za zhod-
nych podmienok, pri ktorych sa kov selek-
tivhe nadeponoval na atrapu polovodiCovej
dosky, poloha tohoto kovu je v stlade s
ploSnym ¢lenenim funké&nej polovodidovej
dosky.

Teda vyhodou spdsobu prvého maskova-
nia polovodiovej dosky podla vyndlezu je,
Ze umoZiiuje pouZit selektivnu vdkuovd de-
poziciu kovu cez otvory v mechanickej clo-
ne na polovodifovej doske s ploSnym &le-
nenim.

V konkrétnom pripade sa spracovdva kre-
mikové doska o priemere @ 45 mm s dvoma
rovinnymi pléSkami na obvode (fazetami)
zvierajucimi uhol 90° ktoré sliZia ako do-
razové ploSky. Atrapa polovoditovej dosky
mé rovnaké rozmery ako funk&né polovodi-
tové doska.

Mechanické clona s otvormi je vystrihnu-
td z molybdénového plechu hriabky 0,15 mm
a mé rovnako ako polovodifovd doska a
atrapa polovoditovej dosky dorazové plosky.
Najskdr sa atrapa polovodi€ovej dosky za-
kryje mechanickou clonou s otvormi, vo va-
kuovom naparovacom zariaden{ sa spolu do-
tlatia ku trom dorazovym kolikom a napa-
ri sa na ne dobre viditeIny kov, napriklad
hlinik. Potom sa atrapa polovodi¢ovej dos-
ky vloZi do fotolitografického expozitného
zariadenia, kde sa dotlaéi ku trom dorazo-
vym kolikom a poloha fotolitografickej mas-
ky sa optickou cestou zostladi s polohou
ploSiek kovu napareného na atrape. Poloha
nastavenej fotolitografickej masky sa zaare-
tuje. Jednotlivé funk&né polovoditové dos-
ky sa potom vkladajd do fotolitografického
expozi¢ného zariadenia, kde sa dotlddaja ku
trom dorazovym kolikom a exponuji sa cez
nastavend fotolitograficki masku. Funkéné
polovoditové dosky potom absolvuji dalsie
technologické operacie, pri ktorych sa tvo-
ri poZadovand S$truktira. Poloha plo$ného
Clenenia dand prvym maskovanim sa v3ak
uZ nemeni a pri poslednej operécii, ked sa
na funként polovoditovi dosku napari cez
otvory v mechanickej clone kontaktovy kov,
je poloha naparenych pldiek kovu v stlade
s polohou kontaktovych oblasti polovodi-
Covej dosky.
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Sposob prvého maskovania polovoditovej
dosky pri vyrobe polovoditovej suciastky
pri ktorej sa vyuZiva selektivna vakuovéa
depozicia kovu vyznalujtci sa tym, Ze v
prvom kroku sa kov selektivhe vdkuovo de-
ponuje na trapu polovodi€ovej dosky, v dru-
hom kroku sa atrapa polovodi¢ovej dosky
so selektivne vAkuovo nadeponovanym ko-

vom pouZiva na nastavenie polohy prvého
maskovania funkénej polovodiCovej dosky
a v tretom kroku sa vykondva prvé mas-
kovanie funk&nej polovodifovej dosky, pri-
dom poloha maskovania je nastavend podla
atrapy polovoditovej dosky so selektivne va-
kuovo nadeponovanym kovom.
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